
 رساناهای نیمافزاره

Solid State Devices 

 رسانا است.های نیمهدف این درس کسب شناخت عمیق از ساختار و رفتار افزاره

 گیرند:در این درس موضوعات زیر مورد بررسی و تشریح قرار می

 رسانامرور فیزیک نیم 

 پیوندهای فراp-n (p-n heterostructures) 

 زنینلپیوندهای تونلی و مکانیسم تو 

  های پیوندهای شاتکی در قالب مدلبررسی دقیقTE ،FE  وTFE 

 های مبتنی بر خازن افزارهMOS 

  بررسیMOSFET 

 های مباحث پیشرفته در افزارهBJT 

  بررسی ترانزیستورهایHBT 

 های پیشرفته افزارهJFET، MESFET ،MODFET 

 زنی و های فرکانس بالا مانند افزارههای تونلافزارهIMPATT 

 های با ساختار کوانتمیافزاره 

 ای نوریهافزاره 
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